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【はじめに】カーボンナノチューブ薄膜トラン

ジスタ(CNT-TFTs)は電子ペーパーなどのフレ

キシブルデバイスへの応用が期待されている。

最近、浮遊触媒化学気相成長法(FC-CVD)に基

く気相ろ過・転写プロセスにより、プラスチッ

ク基板上に高性能な CNT-TFTs や集積回路を

実現している[1]。前回、高スループット印刷法

であるフレキソ印刷技術を導入し、素子プロセ

スの非真空化・高速化を実現するとともに、移

動度 157 cm2/Vs の CNT-TFT を実現した[2]。今

回、素子の微細化を目指し、フレキソ印刷技術

の高解像度化を検討したので報告する。 

【デバイス作製・評価】フレキソ印刷は樹脂製

の柔軟な版を用いた凸版印刷である。今回、加

工性の良い PDMS を版材料として用いた。は

じめに、厚膜レジストである SU-8 を用いて、

図１に示すように、フォトリソグラフィにより、

パターンを形成した。次に、SU-8 のパターン

に PDMS を塗布・真空脱泡ののち、硬化して、

版を形成した。図 2 は印刷したカーボンナノチ

ューブ FET のソース・ドレイン電極である。

チャネル長は 15 m、電極の線幅は 10 m と以

前の素子と比較して約 1/10 に素子構造の微細

化を実現した。 
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Fig.1 Fabrication process for PDMS flexo plate. 

 

Fig. 2 Printed source and drain electrode with 

channel length of 15 m. 
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